BF215

9462433

A

Rys. 1-523. BF215

Warto$ci charakterystyczne!

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy
Firma: UNITRA-CEMI

Wykonanie: tranzystor krzemowy n-p-n
planarny epitaksjalny w obudowie TO-18,
. wszystkie elektrody elektrycznie odizo-
* lowane od obudowy

" Zastosowanie: stopnie wejSciowe, miesza-
cze i oscylatory w zakresie fal ultrakrot-
kich

Typy podobne: BF215 (Ses, Ates)

min typ max

Icpo 100 | nA | przy Ucgo=10 V, Iy =0
Usrico 30 \Y przy Ic = 10 pA, Iy = 0
Usr)cro 30 v przy Ic =2 mA, Iy =0
UsrieBo 4,5 \' przy Iy = 10 pA, I = 0
haig 40 165 przy Ip = 1 mA, Ugp =10 V
Usg 0,65 0,74 | Vv przy I = 1 mA, Uggp =10 V
fr 150 250 MHz | przy I = 1 mA, Ugg = 10 V, £, = 100 MHz
S max 910 MHz | przy I =1 mA, Ugg =10V
Fobrce 1215 | ps przy Ic = 1 mA, Ugg =10 V, f, = 25 MHz
—Cia¢ 0,6 0,7 pF przy Ir =1 mA, Ugg =10V, f, = 0,5 MHz
F 1,2 dB przy I =1 mA, Ug=10V,

f, = 0,2 MHz, R, = 300 Q
F 3,5 dB | przy I =1 mA, Ugg=10V,

f, =1 MHz, R, =50 Q
F 1,2 dB | przy Io =1 mA, Ugg =10V,

f, =1 MHz, R, = 300 Q
F 3;5 dB przy I =1 mA, Ucg =10V,

f, = 100 MHz, R, = 100 Q
&11p 33 mS
—Ci11c 9 pF
1120l 4 380 S
P12p =50 ° przy —Ip =1 mA, Ugg = 10 V,
17218l 33 mS fp = 100 MHz
P21p 145 ¢ '
8220 44 ©S
Cazp 1,5 pF

Wartosci graniczne

UcB max 30 v tj max 175 °C
i e 30 \% e —55— 4175 ¢
UEB max 4 v Rthj—amax 900 °C/W
Ic max 30 | mA Rypj-cmax 500 °C|W
Piot max 165 mW

D tamb = 25°C
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Rys. 1-525. Charakterystyki sterowania na-

Rys. 1-524. Charakterystyki wyjsciowe

pigciowego
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Rys. 1-527. Charakterystyka wejsSciowa

Rys. 1-526. Charakterystyka sterowania pra-

dowego
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Rys. 1-528. Zalezno$¢ wspdiczynnika wzmoc-

Rys. 1-529. Zalezno$¢ wspoélczynnika szumow
nienia pradowego od pradu kolektora

i wzmocnienia mocy od czestotliwosci
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Rys. 1-530. Zaleznos¢ czestotliwosci granicznej

Rys. 1-531. Zalezno$¢ parametrow Cyqp 1 €115
od pradu kolektora

od pradu emitera
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Rys. 1-532. Zalezno$¢ admitancji zwrotnej Rys. 1-533. Zalezno$¢ admitancji przej$ciowej
od pradu emitera od pradu emitera
1000 — ;
a0 |OF 2155 :
i T N/ Vi
WS | gy =lt) iy
Go2p |fp = 100Hz S /—‘\, A
V74 / “,r“
/
/! 701:
AT
w0 | ) fA
IIII7 ~
77,
7
Vj
6'22” UﬂB=1 —"
il
e e e = e === L Y A2 T
ar 7 ~Ir [mA] 10

Rys. 1-534. Zalezno$¢ parametrow g;,51 Caap
od pradu emitera



